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	摘要(中)	摘要


在1990年代以後，由導電的AFM探針所引發的局部氧化現象 (tip-induced local oxidation) 吸引了許多研究人員投入相關的研究，而且已能利用此技術，成功的在矽基板上生長奈米結構甚至製成元件。隨著半導體科技的進步，矽已經不是元件基板的唯一選擇。在本文中，我們試著在砷化鎵以及氮化鎵的表面上，利用輕敲式AFM與交流偏壓脈衝，施行局部氧化技術以生長氧化物，而且改變交流偏壓脈衝的強度、直流偏壓脈衝時間的長短、交流偏壓脈衝的頻率大小、懸臂樑振幅的壓縮量以及樣品溫度等實驗參數，觀察這些參數對於氧化物尺寸的影響，並且比較樣品間氧化行為的差異性。實驗結果顯示，單純的增加交流偏壓脈衝的強度，氧化物的高度會隨著脈衝強度的增加而上升。但若只調整反向偏壓的強度時，可以發現在砷化鎵上氧化物的高度隨著反向偏壓絕對值的增加而上升，與在P型矽材上得到的結果相符；在氮化鎵上得到的結果卻看不出反向偏壓對氧化物高度的貢獻。若單純增加直流偏壓脈衝時間的長短，可以發現氮化鎵的氧化物高度差與時間對數差有一線性關係，這與在其他材料上得到的結果類似。至於改變交流偏壓脈衝的頻率大小時，在砷化鎵上可以如同P型矽材一樣得到調高交流偏壓頻率而改善氧化物高度的結果。但是在氮化鎵上卻沒有類似的結果，對照於只調整反向偏壓強度的實驗結果，若以空間電荷模型為基礎，我們推論氮化鎵上不容易形成空間電荷或是空間電荷不容易以反向偏壓消除。若改變懸臂樑振盪時，因為受到排斥力影響而減少的振幅，我們發現振幅被壓縮的越多，也就是針尖越靠近樣品時，氧化物高度會明顯的增加。最後，我們觀察到改變樣品溫度時，因為水膜不容易在溫度高的表面上冷凝，而阻礙了水橋的形成，因此氧化物的高度有隨著樣品溫度增加而降低的現象。
	摘要(英)	An atomic force microscope (AFM) tip-induced local oxidation have attracted many scientists involved in relative investigations after 1990. It have already become a promising method to fabric nanometer-scale electronic devices. Si is not the only choice of the material of the substrate with the advancement of semiconductor technology. In the thesis, we examine tip-induced local oxidation on GaAs and GaN and study how such factors as various form of voltage, amplitude of cantilever, and temperature affect its size. Experiments show the different behavior of varying the negative bias voltage and frequency of AC voltage and we build a simple model to explain how these parameters bring about the different results. The increase of compressed value of the cantilever make the size of the oxide raise and the increase of temperature of the sample make the size of the oxide diminish.
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